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BYW 29/...
SPANNUNGSGRENZWERTE ) BYW 29/50 /100 /150 /200
STANVINSIEN A~ ) mmee- - i —
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannungi 'I:JI ENM" 50 100 150 200 V
Hichstzulissige Gleichsperrspannungs I.I“ = 50 100 150 200 V
STROMGRENZWERTE
Hichstzullissiger DurchlafBstrom=Mittelwert
bei t = max. 20 ms und §; $ 128%,
bei rechteckigem Stromverlauf mit V. = 0,5: Il‘ AV * 7,6 A
bei sinusfirmigem Stromverlauf: Ir AV " 7,0 A
Héchatzulissiger Effektivwert
des DurchlaBstromes: Ir BME " 12 A
Hichstzulissiger periodischer Spitzenstirom: Ir EM ™ 80 A
Stollstrom-Grenzwert, .
560 Hr -Sinus-Halbwelle, bei & = 150 Cz 1 - 80 A
J FSM
2 2
Grenzlast-Integral, t = 10 ms: ‘rl dt = az A”s
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzulissige Sperrschichttemperatur: IJ = 1560 “c
Lagerungstemperaturbereichs .5 = -40...:150 °c
Wirmewiderstand
zwischen Sperrschicht und Metallflanschi ltl:l. G - 2,7 K/W
gwischen Metallflansch und Kiihlblech,
ohne Wirmeleitpaste: By /K * 1,4 E/W
mit Wirmeleitpastes ‘th 6/K " 0,3 K/W
mit Wirmeleitpaste + Glimmerscheibe 56 3693 lth 6/K = 2:2 E/w
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ryu = G0 E/W
Impul s-Wirmewiderstand, t.P & 1 mat Zing * 0,26 E/W

1) sus Griinden thermischer Stabilitit bei Ry u $ 18 x/NV
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Durchlafspannueng bei ]F =5 A, iJ = 100”Cs 'L']. < 0,85 V
bei I, = 20 A, & = 28%Cy Ug 1,3 V¥
Sperratrom bei t.'" - i &J = 100°Cs :Il L4 0,6 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzdgerungszeit
beim Umschal ten won IF = 1 A auf U 3 o v
mit -dlrjdt = B0 Afus bei B = 2500, t < 35  ns
J 5 rr
beim Umschalten von ll-" = 2 A aufl U = 30 V
mit —dI /dt = 20 Afps bei &, = 25°C; to. < 50 ns
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von [ = 2 A auf U i o v
mit =dl_/dt = 20 Afus bei & = '-:.“E
¥ 2 1 g = 28%Cs L 4 15  nAs
Einschali-Scheitelspannung
beim Einschalten auf I_ = 1 A
mit Al fdt = 10 A/ps: Upy = 1,0 WV
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